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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一方が透明電極である一対の電極を内側に有する一対の基板間に高分子分散
型液晶層を設けた高分子分散型液晶表示素子において、
　（イ）前記高分子分散型液晶層が、それらの少なくとも一方の基板の近傍部分に、それ
らの基板の近傍部分以外の部分よりも、強い後方散乱を示す層を有し、そして、
　（ロ）前記強い後方散乱を示す層が、基板の表面に設けられた高分子型重合開始剤の膜
に液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物を接するように存在させることによって形成
された、０．１５～０．２μｍの液晶滴による高密度の連なりを有している
ことを特徴とする高分子分散型液晶表示素子。
【請求項２】
　少なくとも一方が透明電極である一対の電極を内側に有する一対の基板間に、液晶物質
と重合性モノマーとの均一混合物を存在させ、該重合性モノマーを重合させて、高分子分
散型液晶層を形成させてなる高分子分散型液晶表示素子の製造方法において、予め、該均
一混合物と接する少なくとも一方の基板の表面に高分子型重合開始剤の膜を形成しておく
ことを特徴とする高分子分散型液晶表示素子の製造方法。
【請求項３】
　前記重合性モノマーが、単官能又は多官能のアクリルモノマー若しくはメタクリルモノ
マーであることを特徴とする請求項２に記載の高分子分散型液晶表示素子の製造方法。
【請求項４】
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　前記高分子型重合開始剤が、光ラジカル開始剤であることを特徴とする請求項２又は３
に記載の高分子分散型液晶表示素子の製造方法。
【請求項５】
　前記液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物に光ラジカル開始剤を添加したことを特
徴とする請求項４に記載の高分子分散型液晶表示素子の製造方法。
【請求項６】
　前記液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物に熱ラジカル開始剤を添加し、まず、光
重合を行った後、熱重合を行うことを特徴とする請求項５に記載の高分子分散型液晶表示
素子の製造方法。
【請求項７】
　前記高分子型重合開始剤が、熱ラジカル開始剤であることを特徴とする請求項２又は３
に記載の高分子分散型液晶表示素子の製造方法。
【請求項８】
　前記液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物に熱ラジカル開始剤を添加したことを特
徴とする請求項７に記載の高分子分散型液晶表示素子の製造方法。
【請求項９】
　前記光ラジカル開始剤が、高分子側鎖にベンジルメチルケタール部位、α－アミノケト
ン部位、α－ヒドロキシケトン部位、ビスアシルフォスフィンオキサイド部位を持つ高分
子化合物又はカテナポリケイ素であることを特徴とする請求項４～６のいずれかに記載の
高分子分散型液晶素子の製造方法。
【請求項１０】
　前記熱ラジカル開始剤が、高分子側鎖にアゾ系ラジカル発生基、ペルオキシド基、ヒド
ロシリル基あるいはヒドロゲルミル基を持つ高分子化合物であることを特徴とする請求項
６～８のいずれかに記載の高分子分散型液晶表示素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、高分子分散型液晶表示素子及びその製造方法に関し、さらに詳しくは、反射型
液晶表示素子として有用な高分子分散型液晶表示素子及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　高分子分散型液晶（ＰＤＬＣ）表示素子は、偏光板やバックライトが不要であるので、
明るい表示が可能な反射型液晶表示素子として期待されている。ＰＤＬＣ表示素子は、高
分子と液晶とを相分離した状態で混在させた構造を有しているので、電界無印加のときに
は強い白色散乱状態を示し、また、電界印加のときには透過状態を示す。このような強い
白色散乱状態は、ランダムに配向した液晶と高分子との屈折率差、及び、高分子マトリク
ス中で歪んだ液晶ドメインのダイレクタのミスマッチによる屈折率差に起因して生じる。
また、電界印加時には、基板の法線方向に液晶のダイレクターが揃うので、液晶と高分子
マトリクスとの屈折率差が減少し、そのために、ＰＤＬＣ表示素子は、透過状態を示す。
したがって、ＰＤＬＣ表示面の反対側に黒色や青色などの吸収板を配置することによって
、単色のＰＤＬＣ表示素子が形成できる。
【０００３】
　しかしながら、現在のＰＤＬＣ表示素子では、散乱状態の白色表示の反射率が不充分で
あるので、更なる反射率の向上が望まれている。ＰＤＬＣ表示素子の反射率向上の手法と
しては、液晶と高分子との屈折率差を向上させるもの、及び、液晶と高分子との相分離構
造（液晶滴の大きさ、モルフォロジー）の制御によるものが挙げられる。前者については
、高分子の屈折率がほぼ１．５程度であるので、液晶の屈折異方性を上げることが望まれ
るが、前者において使用されている液晶材料で液晶の屈折異方性を上げることは、現在の
ところ限界がある。後者については、近年、液晶分子と重合性モノマーの均一混合物を重
合することによって、高分子と液晶との相分離をさせる手法（重合相分離法）が一般化し
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たので、重合速度や重合温度により相分離構造を制御する試みが盛んになされている。
【０００４】
　白色表示に大きく寄与する散乱は、特に、後方散乱である。効率の良い後方散乱を示す
要因には、液晶滴の大きさ及び膜中の液晶滴の密度が挙げられる。液晶滴の密度は、液晶
滴の大きさとの兼ね合いとなるが、膜中の液晶の重量が７０～８０％のとき一般的に適正
であることがわかっている。効率の良い後方散乱を得るためには、液晶滴を適正な大きさ
に制御することが最も重要であるので、重合相分離法において重合温度及び重合速度によ
り液晶滴の大きさを制御する試みは数多くなされてきた。
【０００５】
　重合温度の制御は、熱力学的なスピノダル相分離によるものであり、基本的には液晶材
料と高分子材料との性質によるものであるので、各材料の混合物に固有の適正温度がある
。重合速度の制御は、重合による高分子と液晶との相溶性の低下による相分離に起因する
もので、重合開始剤の濃度や特に光重合法を用いる場合は照射する光強度に依存する。上
記の数百ｎｍオーダーの相分離構造は、一般的な熱力学的に起こるμｍオーダーの相分離
に比較し小さいので、より速い速度で重合することが必須であり、そのために、開始剤の
濃度を高くすることや光強度を高くすることが必要である。しかしながら、「開始剤の濃
度を高くすること」は、液晶層の不純物の上昇を招くことになり、また、「光強度を高く
すること」は、液晶物質の分解を引き起こすことになるので、「開始剤の濃度を高くする
こと」及び「光強度を高くすること」は、表示素子の黄変や電界特性に悪影響を及ぼし、
表示品質を劣化させる。それ故、従来の後方散乱を向上させる手法の問題点としては、１
）重合温度の制御をするために液晶及び高分子材料によって様々で固有の温度を設定しな
ければならないこと、２）重合速度の制御をしようとすると表示品質を劣化させることに
なること、が挙げられる。
【０００６】
　一方、後方散乱は、ＰＤＬＣ層の膜厚を厚くすると向上する。しかし、ＰＤＬＣ層の膜
厚を厚くすると、駆動電圧が高くなるという問題点があった。また、散乱光の光路の基板
面に平行成分の自由度が上がり、散乱光がその方向に拡散するので、後方散乱へ寄与する
散乱光が膜厚の厚くなるにつれ減少し、その効果が薄れるという問題があった。
【０００７】
　また、配向膜中に重合開始剤を含有させて基板近傍から重合を開始することにより素子
内に高分子壁を形成する技術（特開平６－１６０８２４号公報）が提案されているが、か
かる技術においては、配向膜に含有できる重合開始剤が少なすぎ所望の相分離構造が得ら
れないという問題があり、また、仮に配向膜に重合開始剤を多量に含有させても、重合開
始剤が液晶と重合性モノマーとの均一混合物の中に拡散してしまい、従来の重合開始剤濃
度を高くした系と同様な問題があった。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は、かかる問題を解決することを目的としている。
　即ち、本発明は、膜厚を厚くしなくても、液晶物質や高分子材料の固有の性質に左右さ
れずに、反射率を向上させた高品位の高分子分散型液晶表示素子を効率良く製造すること
ができる高分子分散型液晶表示素子及びその製造方法を低コストで提供することを目的と
する。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明者らは、少なくとも一方が透明電極である一対の電極を内側に有する一対の基板
間に、液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物を存在させ、該重合性モノマーを重合さ
せて、高分子分散型液晶層を形成させてなる高分子分散型液晶表示素子の製造において、
予め、該均一混合物と接する少なくとも一方の基板の表面に高分子型重合開始剤の膜を形
成しておいたところ、該高分子分散型液晶層がそれらの少なくとも一方の基板の近傍部分
に強い後方散乱を示す層を有する反射率を向上させた高分子分散型液晶表示素子を効率良
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く低コストで製造することができることを見いだして本発明を完成するに至った。
【００１０】
　即ち、請求項１に記載された発明は、上記目的を達成するために、少なくとも一方が透
明電極である一対の電極を内側に有する一対の基板間に高分子分散型液晶層を設けた高分
子分散型液晶表示素子において、
　（イ）前記高分子分散型液晶層が、それらの少なくとも一方の基板の近傍部分に、それ
らの基板の近傍部分以外の部分よりも、強い後方散乱を示す層を有し、そして、
　（ロ）前記強い後方散乱を示す層が、基板の表面に設けられた高分子型重合開始剤の膜
に液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物を接するように存在させることによって形成
された、０．１５～０．２μｍの液晶滴による高密度の連なりを有している
ことを特徴とする高分子分散型液晶表示素子である。
【００１１】
　請求項２に記載された発明は、少なくとも一方が透明電極である一対の電極を内側に有
する一対の基板間に、液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物を存在させ、該重合性モ
ノマーを重合させて、高分子分散型液晶層を形成させてなる高分子分散型液晶表示素子の
製造方法において、予め、該均一混合物と接する少なくとも一方の基板の表面に高分子型
重合開始剤の膜を形成しておくことを特徴とする高分子分散型液晶表示素子の製造方法で
ある。
【００１２】
　請求項３に記載された発明は、請求項２に記載された発明において、前記重合性モノマ
ーが、単官能又は多官能のアクリルモノマー若しくはメタクリルモノマーであることを特
徴とするものである。
【００１３】
　請求項４に記載された発明は、請求項２又は３に記載された発明において、前記高分子
型重合開始剤が、光ラジカル開始剤であることを特徴とするものである。
【００１４】
　請求項５に記載された発明は、請求項４に記載された発明において、前記液晶物質と重
合性モノマーとの均一混合物に光ラジカル開始剤を添加したことを特徴とするものである
。
【００１５】
　請求項６に記載された発明は、請求項５に記載された発明において、前記液晶物質と重
合性モノマーとの均一混合物に熱ラジカル開始剤を添加し、まず、光重合を行った後、熱
重合を行うことを特徴とするものである。
【００１６】
　請求項７に記載された発明は、請求項２又は３に記載された発明において、前記高分子
型重合開始剤が、熱ラジカル開始剤であることを特徴とするものである。
【００１７】
　請求項８に記載された発明は、請求項７に記載された発明において、前記液晶物質と重
合性モノマーとの均一混合物に熱ラジカル開始剤を添加したことを特徴とするものである
。
【００１８】
　請求項９に記載された発明は、請求項４～６のいずれかに記載された発明において、前
記光ラジカル開始剤が、高分子側鎖にベンジルメチルケタール部位、α－アミノケトン部
位、α－ヒドロキシケトン部位、ビスアシルフォスフィンオキサイド部位を持つ高分子化
合物又はカテナポリケイ素であることを特徴とするものである。
【００１９】
　請求項１０に記載された発明は、請求項６～８のいずれかに記載された発明において、
前記熱ラジカル開始剤が、高分子側鎖にアゾ系ラジカル発生基、ペルオキシド基、ヒドロ
シリル基あるいはヒドロゲルミル基を持つ高分子化合物であることを特徴とするものであ
る。
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【００２０】
【発明の実施の形態】
　次に、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、本発明の一実施の形態を示す高分子分散型液晶表示素子の断面図である。図２
は、本発明の一実施の形態を示す高分子分散型液晶表示素子の製造過程を示す説明図であ
る。図３は、本発明の一実施の形態を示す高分子分散型液晶表示素子の反射率の測定法を
説明するための説明図である。
【００２１】
　図１において、１０は、本発明の高分子分散型液晶表示素子である。本発明の高分子分
散型液晶表示素子１０には、少なくとも一方が透明電極である一対の電極３，４を内側に
有する一対の基板１，２の間に高分子分散型液晶層５が設けられており、そして、その高
分子分散型液晶層５は、それらの少なくとも一方の基板１（２）の近傍部分に、それらの
基板１（２）の近傍部分以外の部分よりも、強い後方散乱を示す層５ａを有し、そして、
前記強い後方散乱を示す層５ａが、基板１（２）の表面に設けられた高分子型重合開始剤
の膜（図２の６を参照）に液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物を接するように存在
させることによって形成された、０．１５～０．２μｍの液晶滴による高密度の連なりを
有している。
【００２２】
　このように、高分子分散型液晶層５が、それらの少なくとも一方の基板１（２）の近傍
部分に、それらの基板１（２）の近傍部分以外の部分よりも、強い後方散乱を示す層５ａ
を有し、そして、前記強い後方散乱を示す層５ａが、基板１（２）の表面に設けられた高
分子型重合開始剤の膜（図２の６を参照）に液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物を
接するように存在させることによって形成された、０．１５～０．２μｍの液晶滴による
高密度の連なりを有していると、膜厚を厚くしなくても、液晶物質や高分子材料の固有の
性質に左右されずに、白色表示の反射率を向上させた高品位の高分子分散型液晶表示素子
を効率良く製造することができる高分子分散型液晶表示素子１０を低コストで提供するこ
とができる。
【００２３】
　図１，２に示されているように、高分子分散型液晶表示素子１０は、少なくとも一方が
透明電極である一対の電極３，４を内側に有する一対の基板１，２の間に、液晶物質と重
合性モノマーとの均一混合物７を存在させ、該重合性モノマーを重合させて、高分子分散
型液晶層５を形成させてなる高分子分散型液晶表示素子１０の製造方法において、予め、
該均一混合物７と接する少なくとも一方の基板１（２）の表面に高分子型重合開始剤の膜
６を形成しておくことによって製造される。
【００２４】
　このように、予め、該均一混合物７と接する少なくとも一方の基板１（２）の表面に高
分子型重合開始剤の膜６を形成しておくと、高分子型重合開始剤の濃度を高くすることな
く、表示面近傍に後方散乱の強いモルフォロジーを形成でき、しかも、膜厚を厚くしなく
ても、反射率が向上した高品質の高分子分散型表示素子を効率よく製造することができる
。
【００２５】
　高分子型重合開始剤は、分解してラジカルを生成した後も高分子化合物であるのでその
分子量が比較的低下しない。それ故、その分解生成物は、高分子分散型液晶層５の全体に
拡散しないで少なくとも一方の基板１（２）の近傍にとどまるので、高分子分散型液晶表
示素子１０の不純物による表示品質の劣化はない。さらに、少なくとも一方の基板１（２
）の界面から高密度のラジカルが発生し、その基板１，２の近傍では高速な重合が可能に
なるので、材料特性によらず熱力学的な影響の少ない安定した０．１５～０．２μｍの液
晶滴を持つ高分子分散型液晶表示素子１０を製造することができる。
【００２６】
　本発明において使用される重合性モノマーとしては、通常、光重合及び熱重合において
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用いられる重合性モノマーが使用できるが、アクリルモノマー、アクリル酸モノマー、メ
タクリルモノマー、メタクリル酸モノマー、エポキシモノマー、ウレタンアクリレート、
エポキシアクリレート、ポリエステルアクリレート、ポリエーテルアクリレート、及び、
ポリエステルウレタンアクリレートが好ましい。また、本発明において使用される重合性
モノマーは、それらのモノマーもしくはオリゴマーでも良く、単官能及び多官能でも良く
、さらには、これらの混合物でも可能である。また、本発明において使用される重合性モ
ノマーは、モノマー時の低分子液晶との相溶性と重合後の非相溶性のバランスが良い単官
能又は多官能のアクリルモノマー又はメタクリルモノマーが特に好ましい。
【００２７】
　本発明で使用する高分子型重合開始剤は、好ましくは、光ラジカル開始剤である。光ラ
ジカル開始剤は、加熱をすることなく生産性の高い光重合によって電極基板近傍から高密
度のラジカルを発生でき、その領域でより高速な重合が達成できる。その結果、０．１５
～０．２μｍの液晶滴による高密度の連なりによって構成される強い後方散乱を示す層５
ａが形成された高分子分散型表示素子１０が得られる。適正な照射光量は、ラジカル開始
剤がラジカルを発生すれば良いのであるが、０．０５Ｊ／ｃｍ2 以上が好ましく、特に、
好ましくは、０．０５Ｊ／ｃｍ2 以上である。照射強度は、１ｍＷ／ｃｍ2 以上が好まし
く、特に、好ましくは、２０ｍＷ／ｃｍ2 以上である。重合に用いる照射光の波長は、用
いる光ラジカル開始剤の吸収領域の波長が好ましい。本発明の重合温度は、一般に光重合
で用いられている重合温度（８０℃以下）であれば表示性能に特に問題はないが、用いる
液晶化合物のネマチック－アイソトロピック転移点（Ｎ－Ｉ点）以下の温度が好ましい。
【００２８】
　本発明の高分子型重合開始剤が光ラジカル開始剤であって均一混合物に光ラジカル開始
剤を添加していない系において液晶セルが厚いギャップ（例えば、約４０μｍ以上）を持
つときには、液晶セル中心部に未重合部が残ることが、液晶セルを切断し断面を観察した
結果、明らかとなった。本発明では、電極基板１，２近傍からラジカルが発生するので、
高分子分散型液晶層５が比較的厚い（例えば、約４０μｍ以上）場合には、ラジカルが中
心部まで届かず未重合モノマーが残ると推察される。未重合モノマーは、素子の表示性能
や劣化に大きく影響することがわかっており問題となる。そこで、本発明では、前記液晶
物質と重合性モノマーとの均一混合物７に光ラジカル開始剤を添加した。このように、液
晶物質と重合性モノマーとの均一混合物７に光ラジカル開始剤を添加し光重合を行うと、
前記液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物７の中心部でもラジカルが発生することに
なり、未重合部を無くすことができる。
【００２９】
　本発明に使用する光ラジカル開始は、通常の光重合開始剤及び光ラジカル開始剤を使用
することができるが、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニル－プロパン－１－オン
（長瀬産業、ダロキュア１１７３）、１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケト
ン（長瀬産業、イルガキュア１８４）、２，２－ジメトキシ－１，２－ジフェニルエタン
－１－オン（長瀬産業、イルガキュア５６１）、２－メチル－１［４－（メチルチオ）フ
ェニル］－２－モリフォリノプロパン－１－オン（長瀬産業、イルガキュア９０７）が好
ましく、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニル－プロパン－１－オン（長瀬産業、
ダロキュア１１７３）が液状で棒状液晶化合物と重合性モノマーとの相溶性が高く特に好
ましい。
【００３０】
　また、本発明で使用する高分子型重合開始剤は、好ましくは、熱ラジカル開始剤である
。熱ラジカル開始剤は、ホットプレートに置くなどすることにより重合を開始し、電極基
板近傍から高密度のラジカルを発生できるので、熱重合であっても電極近傍で高速な重合
が達成できる。その結果、熱重合であっても、系全体を加熱することなく、０．１５～０
．２μｍの液晶滴による高密度の連なりによって構成される強い後方散乱を示す層５ａが
形成された高分子分散型表示素子１０が得られる。本発明の重合温度は、熱ラジカル開始
剤の分解温度以上であれば良く、一般に４０～１２０℃である。特に、好ましくは、用い
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る液晶化合物のＮ－Ｉ点以下での重合が好ましい。
【００３１】
　本発明の高分子型重合開始剤が熱ラジカル開始剤である系では、電極基板近傍からラジ
カルが発生するので、高分子分散型液晶層５が比較的厚い（例えば、約４０μｍ以上）場
合には、前記光ラジカル開始剤を使用する場合と同様に、ラジカルが中心部まで届かず未
重合モノマーが残るという問題点が生じる。そこで、本発明では、前記液晶物質と重合性
モノマーとの均一混合物７に熱ラジカル開始剤を添加した。このように、液晶物質と重合
性モノマーとの均一混合物７に熱ラジカル開始剤を添加し熱重合を行うと、前記液晶物質
と重合性モノマーとの均一混合物７の中心部でもラジカルが発生することになり、未重合
部を無くすことができ、また、熱重合では、等方相における均一な重合が可能である。本
発明に使用する熱ラジカル開始剤としては、一般的な熱ラジカル開始剤を使用できるが、
アゾ系ラジカル開始剤、過酸化ベンゾイル及びその溶液を用いることが好ましい。特に、
好ましくは、その分解温度が用いる高分子型重合開始剤のそれよりも５～１０
℃以上高いものである。
【００３２】
　前記高分子分散型液晶層５がさらに厚い（例えば、約６０μｍ以上）場合には、本発明
は、電極基板１，２の近傍に強い後方散乱を示す層５ａが形成されるので、前記均一混合
物に光ラジカル開始剤を添加した系でも中心部に十分な光強度の光が照射されず、光重合
では未重合のモノマーが残るといった問題があった。これを改善すべく、前記高分子型重
合開始剤に光ラジカル開始剤を用い、前記均一混合物に熱ラジカル開始剤を添加すること
によって、この問題を解決した。光重合で基板１，２の近傍部分に強い後方散乱性を示す
層５ａを形成し、その後、加熱することによって熱重合が行われるため、光重合では重合
できない中心部まで重合を行うことができる。よって、表示品質を劣化させるおそれのあ
る未重合モノマー部を無くすことができる。この手法に用いる光ラジカル開始剤及び熱ラ
ジカル開始剤は上記したものが好ましい。
【００３３】
　本発明における光ラジカル開始剤は、好ましくは、高分子側鎖にベンジルメチルケター
ル部位、α－アミノケトン部位、α－ヒドロキシケトン部位、ビスアシルフォスフィンオ
キサイド部位を持つ高分子化合物又はカテナポリケイ素である。このような光ラジカル開
始剤を用いると、好ましい量子収率及びラジカル密度で重合が開始される。
【００３４】
　本発明における熱ラジカル開始剤は、好ましくは、分子側鎖にアゾ系ラジカル発生基、
ペルオキシド基、ヒドロシリル基あるいはヒドロゲルミル基を持つ高分子化合物である。
熱ラジカル開始剤がヒドロシリル基及びヒドロゲルミル基をもつ高分子化合物である場合
には、液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物７に他のラジカル開始剤を添加しても良
い。このような熱ラジカル開始剤を用いると、好ましい量子収率及びラジカル密度で重合
が開始される。
【００３５】
　本発明において用いられる液晶物質としては、従来から液晶表示素子に用いられている
液晶分子、具体的にはネマティックあるいはスメクティック相を示すビフェニル系、フェ
ニルシクロヘキサン系などの各種液晶分子を用いることができる。
【００３６】
　前記一対の基板のうち表側基板は、好ましくは、透明なプラスチック基板である。この
ような透明なプラスチック基板は、好ましくは、ポリカーボネイト又はポリエーテルスル
フォンで構成されている。このような材質で構成される２５０μｍ以下のプラスチック基
板は、リターデーション、可視光の透過性、耐熱性（～１５０℃）、基板の軽量性、厚み
の点で優れているので、かかるプラスチック基板を用いて形成した液晶表示素子は、表示
品質が高く、また、軽量性、可とう性、生産性等の性質において優れている。
【００３７】
【実施例】
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　以下、実施例を示して、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に制限さ
れるものではない。
【００３８】
　（実施例１）
　透明電極を有するガラス基板の透明電極側にα-ヒドロキシルケトン部位を側鎖に持つ
高分子型重合開始剤の膜をスピンキャスト法により形成した。このガラス基板ともう一つ
の透明電極を有するガラス基板を組み合わせて、スペーサーで２０μｍのセルギャップと
した液晶セルを作製した。そして、１，６－ヘキサンジオールジメタクリレート及び１，
１２－ドデカンジオールジメタクリレートの混合物（重合性モノマー）０．０２０ｇと液
晶物質（液晶組成物Ｅ－７、メルク社製）０．０８０とを混合し、この混合物を等方相以
上の温度である約６０℃まで加熱した後数分放置して、液晶物質と重合性モノマーとの均
一混合物を得た。次に、この液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物を前記液晶セルに
注入した後、前記高分子型重合開始剤が塗られた基板側からＵＶ－３５の色ガラスフィル
ターを介して３０ｍＷ／ｃｍ2 のＵＶ照射を行うことによって高分子分散型液晶表示素子
を作製した。このように作成された高分子分散型液晶表示素子の重合開始剤膜が施された
基板側の表示面の反射率を測定した。即ち、図３に示されているように、表示面の法線方
向に受光部１１を置き、その法線から３０度傾斜させた方向から白色光源１２をあてたと
きの受光部へ反射してきた光を測定した。この条件で標準白色板の反射強度を１００％と
して試料の反射強度との比を反射率とした。その結果、この高分子分散型液晶表示素子の
反射率は、１９％であった。
【００３９】
　（実施例２）
　実施例１における液晶セルのセルギャップを４０μｍとした以外は、実施例１と同様に
高分子分散型液晶表示素子を作製した。このように作成された高分子分散型液晶表示素子
の重合開始剤膜が施された基板側の表示面の反射率を測定したところ、その反射率は、２
４％であった。
【００４０】
　（実施例３）
　実施例１における液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物を光重合開始剤が添加され
もの（ＰＮＭ－１０１、大日本インキ社製）とした以外は、実施例１と同様に高分子分散
型液晶表示素子を作製した。このように作成された高分子分散型液晶表示素子の重合開始
剤膜が施された基板側の表示面の反射率を測定したところ、その反射率は、２２％であっ
た。
【００４１】
　（実施例４）
　実施例１における液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物を光重合開始剤が添加され
もの（ＰＮＭ－１０１、大日本インキ社製）とすると共に、液晶セルのセルギャップを４
０μｍとした以外は、実施例１と同様に高分子分散型液晶表示素子を作製した。このよう
に作成された高分子分散型液晶表示素子の重合開始剤膜が施された基板側の表示面の反射
率を測定したところ、その反射率は、２８％であった。
【００４２】
　（比較例１）
　実施例１における液晶セルに高分子型重合開始剤の膜を用いないで均一混合物に重合開
始剤（ダロキュア１１７３）０．００１ｇを添加した以外は、実施例１と同様に高分子分
散型液晶表示素子を作製した。このように作成された高分子分散型液晶表示素子の重合開
始剤膜が施された基板側の表示面の反射率を測定したところ、その反射率は、１３％であ
った。
【００４３】
　（比較例２）
　実施例２における液晶セルに高分子型重合開始剤の膜を用いないで均一混合物に重合開
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始剤（ダロキュア１１７３）０．００１ｇを添加した以外は、実施例２と同様に高分子分
散型液晶表示素子を作製した。このように作成された高分子分散型液晶表示素子の重合開
始剤膜が施された基板側の表示面の反射率を測定したところ、その反射率は、１６％であ
った。
【００４４】
　（比較例３）
　実施例３における液晶セルに高分子型重合開始剤の膜を用いない以外は、実施例３と同
様に高分子分散型液晶表示素子を作製した。このように作成された高分子分散型液晶表示
素子の重合開始剤膜が施された基板側の表示面の反射率を測定したところ、その反射率は
、１７％であった。
【００４５】
　（比較例４）
　実施例４における液晶セルに高分子型重合開始剤の膜を用いない以外は、実施例４と同
様に高分子分散型液晶表示素子を作製した。このように作成された高分子分散型液晶表示
素子の重合開始剤膜が施された基板側の表示面の反射率を測定したところ、その反射率は
、２０％であった。
【００４６】
　以上、実施例１～４及び比較例１～４の測定結果は、表１に示される。
【００４７】
【表１】

【００４８】
【発明の効果】
　（１）請求項１に記載された発明によれば、（イ）前記高分子分散型液晶層が、それら
の少なくとも一方の基板の近傍部分に、それらの基板の近傍部分以外の部分よりも、強い
後方散乱を示す層を有し、そして、（ロ）前記強い後方散乱を示す層が、基板の表面に設
けられた高分子型重合開始剤の膜に液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物を接するよ
うに存在させることによって形成された、０．１５～０．２μｍの液晶滴による高密度の
連なりを有しているので、膜厚を厚くしなくても、液晶物質や高分子材料の固有の性質に
左右されずに、白色表示の反射率を向上させた高品位の高分子分散型液晶表示素子を効率
良く製造することができる。
【００４９】
　（２）請求項２，３に記載された発明によれば、予め、均一混合物と接する少なくとも
一方の基板の表面に高分子型重合開始剤の膜を形成しておくと、高分子型重合開始剤の濃
度を高くすることなく、表示面近傍に後方散乱の強いモルフォロジーを形成でき、しかも
、膜厚を厚くしなくても、反射率が向上した高品質の高分子分散型表示素子を効率よく製
造することができる。また、請求項２，３に記載された発明によれば、高分子型重合開始
剤が高分子化合物で構成されているので、形成される高分子分散型液晶表示素子の不純物
による表示品質の劣化はなく、さらに、少なくとも一方の基板の界面から高密度のラジカ
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的な影響の少ない安定した０．１５～０．２μｍの液晶滴を持つ高分子分散型液晶表示素
子を製造することができる。
【００５０】
　（３）請求項４，９に記載された発明によれば、高分子型重合開始剤が光ラジカル開始
剤であるので、加熱をすることなく生産性の高い光重合によって電極基板近傍から高密度
のラジカルを発生でき、その領域でより高速な重合が達成でき、そのために、０．１５～
０．２μｍの液晶滴による高密度の連なりによって構成される強い後方散乱を示す層が形
成された高分子分散型表示素子を得ることができる。
【００５１】
　（４）請求項５に記載された発明によれば、液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物
に光ラジカル開始剤を添加したので、液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物の中心部
でもラジカルが発生することになり、未重合部を無くすことができる。
【００５２】
　（５）請求項６に記載された発明によれば、前記液晶物質と重合性モノマーとの均一混
合物に熱ラジカル開始剤を添加し、まず、光重合を行った後、熱重合を行うので、高分子
分散型液晶層がさらに厚い（例えば、約６０μｍ以上）場合であっても、未重合のモノマ
ーを中心部に残さず重合させることができ、そのために、表示品質を劣化させるおそれの
ある未重合モノマー部を無くすことができる。
【００５３】
　（６）請求項７，１０に記載された発明によれば、高分子型重合開始剤が熱ラジカル開
始剤であるので、ホットプレートに置くなどすることにより、電極近傍で高速な重合が達
成でき、そのために、系全体を加熱することなく、０．１５～０．２μｍの液晶滴による
高密度の連なりによって構成される強い後方散乱を示す層が形成された高分子分散型表示
素子が得られる。
【００５４】
　（７）請求項８に記載された発明によれば、液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物
に熱ラジカル開始剤を添加したので、液晶物質と重合性モノマーとの均一混合物の中心部
でもラジカルが発生することになり、未重合部を無くすことができ、また、熱重合では、
等方相における均一な重合が可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態を示す高分子分散型液晶表示素子の断面図である。
【図２】　本発明の一実施の形態を示す高分子分散型液晶表示素子の製造過程を示す説明
図である。
【図３】　本発明の一実施の形態を示す高分子分散型液晶表示素子の反射率の測定法を説
明するための説明図である。
【符号の説明】
　１，２　基板
　３，４　電極
　５　高分子分散型液晶層
　５ａ　基板近傍部分に強い後方散乱を示す層
　１０　高分子分散型液晶表示素子
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【図１】

【図２】

【図３】
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